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(57) Abstract: Disclosed is a method for producing a semi-finished product (30) for a printed board comprising strip conductors 
having different thicknesses. The inventive method consists of the following steps: a metal layer (2) is applied on a substrate (1); a 
face (4) of the metal layer (2) is thinned in a surface (3) area thereof in order to configure a sector (5) receiving strip conductors with 
a metal layer having a first thickness and another sector (6) receiving strip conductors with a metal layer having a second thickness, 
the two thicknesses being different; and an essentially even outer surface is formed on the face (4) of the substrate (1) by applying an 
insulating substrate layer (7) on the metal layer (2), which at least partly covers both the sector (5) receiving strip conductors with a 
metal layer having a first thickness and the other sector (6) receiving strip conductors with a metal layer having a second thickness. 
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(57) Zusammenfassung; Verfahren zum Herstellen eines Halbzeugs (30) fUr eine Leiterplatte mit Leiterbahnen unterschiedlicher 
Dicke. Das Verfahren umfasst die folgenden Sciiritte: Vorsehen eines Substrats (1) mit einer MetaUschicht (2); Ausdiinnen der 
Metallschicht (2) im Bereich einer Oberflache (3) auf einer Vorderseite (4) der Meallschicht (2) zum Ausbilden eines Teilbereichs 
(5) fiir Leiterbahnen mit einer ersten Metallschichtdicke imd eins anderen Teilbereichs (6) fiir Leiterbahnen mit einer zweiten Me- 
tallschichtdicke, wobei die erste Metallschichtdicke sich von der zweiten Metallschichtdicke unterscheidet; und Ausbilden einer im 
wesentlichen ebenen auPeren Oberflache auf der Vorderseite (4) des Substrats (1) mit Hilfe des Aufbringens einer Isoliersubstrat- 
schicht (7) auf der Metallschich (2), welche den Teilbereich (5) fiir Leiterbahnen mit der ersten Metallschichtdicke und den anderen 
Teilbereich (6) fiir Leiterbahnen mit der zweiten Metallschichtdicke jeweils zumindest teilweise bedeckt. 
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Verfahren zum Herstellen eines Halbzeuges fur eine Leiterplatte, 
Halbzeug und Leiterplatte 

Die Erfmdung liegt auf dem Gebiet von Leiterplatten. 

Die zuiiehmende Vielfait elektronischer Baugrappen, die mit Hilfe von Leiterplatten geschaf- 
5 fen werden, stellt hohe Anforderungen an die Komplexitat und Variabilitat der verwendeten 
Leiterplatten. Es besteht zunehmend Bedarf fur Leiterplatten, die Leiterbahnen mit unter- 
schiedlichen Leiterbahnendicken aufweisen. Leiterbahnen mit sich unterscheidenden Leiter- 
bahnendicken erweitem die BestiickungsmSglichkeiten der Leiterplatten. 

Bei bekannten Verfahren wird zum Herstellen der unterschiedlichen Leiterbahndicken zu- 
1 0 satzliches Leiterbahnmaterial auf einen Teil vorhandener Leiterbahnen, die urspriinglich eine 
einheitliche Dicke aufweisen, galvanisch aufgebracht. Bei dem Leiterbahnmaterial handelt es 
sich iiblicherweise um Kupfer. Infolge des galvanischen Aufbringens des zusatzlichen Leiter- 
baloiimaterials entstehen auf der zu bestuckenden Oberflache der Leiterplatte Unebenheiten, 
so daB die fur die Bestuckung gewiinschte Planaritat der Leiterplattenoberflache verloren 
15 geht. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein verbessertes Verfahren zum Herstellen eines Halbzeugs fur 
Leiterplatten und einer Leiterplatte zu schaffen, welches (welche) das Ausbilden einer plana- 
ren BestuckungsoberflSche ermoglicht. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemSB durch ein Verfahren zum Herstellen eines Halbzeugs flir 
20 Leiterplatten mit Leiterbahnen unterschiedlicher Dicke gelOst, wobei das Verfahren die fol- 
genden Schritte aufweist: Vorsehen eines Substrats mit emer Metallschicht; Ausdttonen der 
Metallschicht im Bereich einer Oberflache auf einer Vorderseite der Metallschicht zum Aus- 
bilden eines Teilbereichs fiir Leiterbahnen mit einer ersten Metallschichtdicke und eines ande- 
ren Teilbereichs for Leiterbahnen mit einer zweiten Metallschichtdicke, wobei die erste Me- 
25 tallschichtdicke kleiner als die zweite Metallschichtdicke ist; und Ausbilden einer im wesent- 
lichen ebenen auJJeren Oberflache auf der Vorderseite des Substrats mit Hilfe des Aufbrin- 
gens einer Isoliersubstratschicht auf der Metallschicht, welche den Teilbereich fiir Leiterbah- 
nen mit der ersten Metallschichtdicke und den anderen Teilbereich fur Leiterbahnen mit der 
zweiten Metallschichtdicke jeweils zumindest teilweise bedeckt. 
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Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung wird das so geschaffene Halbzeug zum Herstellen 
einer Leiterplatte verwendet. 

Nach einem anderen Aspekt der Erfindung ist eine Leiterplatte mit mehreren Leiterbahnen 
unterschiedlicher Dicke geschaffen, wobei eine Hohe der mehreren Leiterbahnen unter- 
5 schiedUcher Dicke, in welcher sich die mehreren Leiterbahnen oberhalb einer von einer Iso- 
liersubstratschicht gebildeten, auJJeren Oberflache erstrecken, for alle der mehreren Leiter- 
bahnen im wesentlichen gleich ist. 

Bin wesentlicher Vorteil, welcher sich mit der Erfindung gegeniiber dem Stand der Technik 
ergibt, besteht darin, daB ein Halbzeug hergestellt wird, dali einerseits Bereiche fur Leiterbah- 

10 nen mit unterschiedlicher Dicke aufweist, andererseits jedoch iiber eine aulJere Oberflache 
verfugt, die beim Verwenden des Halbzeugs zum Herstellen einer Leiterplatte trotz der Schaf- 
fiing von Leiterbahnen mit unterschiedlicher Dicke beim Strukturieren das Ausbilden einer 
planaren Bestuckungsflache ermoglicht. Dieses wird dadurch erreicht, daB auf die ausge- 
dunnte und deshalb unebene Oberflache auf der Vorderseite des verwendeten Substrats die 

15 Substratschicht aufgebracht wird. Die zur ausgediinnten Oberflache entgegengesetzte Ober- 
flache der Metallschicht des Halbzeugs ist eben und steht fur das Strukturieren der Leiterbah- 
nen zur Verfugung. Die hierbei geschafifenen Bereiche fiir Leiterbahnstrukturen weisen ober- 
halb der Substratschicht des Halbzeugs eine gleiche Hohe auf, erstrecken sich jedoch mit un- 
terschiedlichen Tiefen in die Substratschicht des Halbzeugs hinein, so daB Bereiche fur Lei- 

20 terbahnstrukturen mit verschiedenen Dicken entstehen. 

Eine zweckmaBige Weiterbildm^ der Erfindung sieht vor, daB Abschnitte der Oberflache auf 
der Vorderseite der Metallschicht, welche durch die Isoliersubstratschicht bedeckt werden, 
vor dem Aufbringen der Isoliersubstratschicht zum Verbessem der Haftung der Isoliersub- 
stratschicht oberflachenbehandelt werden. Hierdurch werden die Eigenschaften des Halb- 
25 zeugs, insbesondere eine ausreichende Festigkeit, fur die weitere Verarbeitung verbessert. 

Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung kann vorsehen, daB die Abschnitte der Oberfla- 
che auf der Vorderseite der Metallschicht einer Behandlung zum Aufi:auhen der Oberflache 
ausgesetzt werden. Auf diese Weise wird die Haftung der Isoliersubstratschicht wirksam ver- 
bessert. 
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Ein zum Erzeugen von Leiterplatten bevorzugtes Halbzeug wird gemaB einer Ausfuhrungs- 
form der Erfmdung dadurch gebildet, dali als Substrat mit der Metallschicht eine Metallfolie 
verwendet wird. 

Um ein Halbzeug fiir eine Leiterplatte auf Kupferbasis herstellen zu kornien, kann bei einer 
5 zweckmaBigen Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen sein, daB die Metallfolie eine Kup- 
fer-Folie ist. 

Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung kann vorsehen, daB die Isoliersubstratschicht 
ein formbares Material umfafit, und das zum Ausbilden der im wesentlichen ebenen auBeren 
Oberflache auf der Vorderseite des Substrats die das formbare Material umfassende Isolier- 

10 substratschicht mit dem Substrat verpreBt wird, so daB ein Teil des formbaren Materials in 
einen Raum oberhalb des anderen Teilbereichs mit der zweiten Metallschichtdicke gepreBt 
wird. Hierdurch ist es moglich, auch bei Halbzeugen, die eine Vielzahl von Teilbereichen mit 
verschiedenen Metallschichtdicken aufweisen, Oberflachen zu schaffen, die eine Verwendung 
des Halbzeugs zum Herstellen von Leiterplatten ermoglichen. Das formbare Material dringt 

1 5 hierbei in die Raume oberhalb der Teilbereiche mit der geringeren Metallschicht ein und flillt 
diese im wesentlichen voUstSndig aus, so daB das Halbzeug die Anforderungen hinsichtlich 
der mechanischen und elektrischen Eigenschaften fur eine Leiterplatte erfUllt. 

Bei einer bevorzugten Fortbildung der Erfindung ist die Schafifung der im wesentlichen ebe- 
nen auBeren Oberflache auf der Vorderseite des Substrats auf einfache Weise und mittels be- 
20 kannter Technologien dadurch ermoglicht, daB als Isoliersubstratschicht eine Klebefolie auf 
Basis eines mit unausgehartetem Epoxidharz getrankten Glasgewebes verwendet wird. 

Zum Verpressen der Isoliersubstratschicht mit dem Substrat wird zweckmSBig ein PreBmittel 
auf einer von dem Substrat abgewandten Seite der Isoliersubstratschicht angewendet, so daB 
die zum Ausbilden einer ausreichenden Haftung der Isoliersubstratschicht ausgeiibt werden 

25 kann. 

Eine bevorzugte Ausfuhrungsform der Erfindung kann vorsehen, daB die Metallschicht zum 
Ausdilnnen im Bereich der Oberflache auf der Vorderseite geatzt wird. Hierdurch ist es mog- 
Uch, die iibliche Atztechnik in Verbindung mit dem Verfahren zur Herstellung des Halbzeugs 
zu nutzen. 
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Beim Herstellen einer Leiterplatte unter Verwendung des Halbzeugs wird das Halbzeug 
zweclonaBig mit wenigstens einer weiteren Substratschicht verprefit, wobei die im wesentli- 
chea ebene auBere Oberflache auf der Vorderseite des Substrats der wenigstens einen weite- 
ren Substratschicht beim Veipressen zugewandt ist. Auf diese Weise steht die Rtickseite des 
Substrats, welche planar ist, zum Strukturieren von Leiterbahnen zur Verfugung. 

Die Erfmdung wird im folgenden anhand eines Ausfuhrungsbeispiels unter Bezugnahme auf 
eine Zeichnung naher eriautert. Hierbei zeigen: 

Figur lA eine schematische Darstellung eines Substrats mit einer Metallschicht von der 
Seite; 

Figur IB das Substrat nach Figur 1 A mit ausgediinnter Metallschicht; 

Figur 1 C eine schematische Darstellung einer Substratschicht von der Seite; 

Figur ID eine schematische Darstellung ernes Halbzeugs mit dem Substrat nach Figur 

IB und aufgebrachter Substratschicht nach Figur IC von der Seite; 
Figur IE eine schematische Darstellung einer Leiterplatte auf Basis des Halbzeugs nach 

Figur ID von der Seite; 

Figur 2 eine schematische Darstellung einer Mehrlagenleiterplatte nach dem Veipres- 
sen unter Verwendung des Halbzeugs nach Figur ID; und 

Figur 3 die Mehrlagenleiterplatte nach Figur 2 nach dem Strukturieren von Leiterbah- 
nen. 

Die Figuren 1 A und IB zeigen eine schematische Darstellung eines Substrats 1 mit einer 
Metallschicht 2 in einem Ausgangszustand und nach einem Ausdiinnen der Metallschicht 2 in 
einer Seitenansicht. Bei dem Substrat 1 handelt es sich beispielsweise urn eine Kupfer-Folie. 
Zum Ausdiinnen wird die Metallschicht 2 un Bereich einer Oberflache 3 auf einer Vorderseite 
4 mittels Atzens bearbeitet, so daB Teilbereiche 5 mit einer ersten Metallschichtdicke und 
Teilbereiche 6 mit einer zweiten Metallschichtdicke geschaffen werden, wobei die erste Me- 
tallschichtdicke geringer als die zweite Metallschichtdicke ist. 

Das Substrat 1 mit der ausgediinnten Metallschicht 2 wird anschUeJJend gemafi Figur ID mit 
einer Isoliersubstratschicht 7 verbunden, die in Figur IC in einem Ausgangszustand gezeigt 
ist. Die Isoliersubstratschicht 7 wkd auf die Oberflache 2 auf der Vorderseite 4 der Metall- 
schicht 2 aufgepreBt. Die Isoliersubstratschicht 7, welche beispielsweise erne KlebefoUe auf 
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Basis von mit imausgehartetem Epoxidharz getranktem Glasgewebe („Prepregs") ist, wird 
beim Aufpressen verformt, so dalJ RSume 8 im Bereich der Teilbereiche 5 mit der ersten 
Schichtdicke ausgefiillt werden. Beim Verpressen werden das Substrat 1 und die Isoliersub- 
stratschicht 7 mit Hilfe von PreBblechen 9, 10 zusammengedriickt, die auf einer Vorderseite 
11 und einer Ruckseite 12 aufgesetzt werden. Die PreBbleche 9, 10 werden nach dem Ver- 
pressen wieder entfemt. Die in Figur ID zwischen den PreBblechen 9, 10 dargestellte Anord- 
nung aus Isoliersubstratschicht 7 und Metallschicht 2 bildet ein Halbzeug 13 fiir die Leiter- 
plattenherstellung mit Bereichen 14 fur Leiterbahnen mit einer ersten Leiterbahndicke und 
Bereichen 15 fur Leiterbahnen mit einer zweiten Leiterbahndicke, die von der ersten Leiter- 
bahndicke verschieden ist. 

Das Halbzeug 13 wird fur die Herstellung einer Leiterplatte 16 gemaB Figur IE bearbeitet. 
Hierbei wird zum Ausbilden von Leiterbahnen 17, 18 unterschiedlicher Dicke die Metall- 
schicht 2 strukturiert, beispielsweise mittels Atzens. Die H6he, mit der sich die Leiterbahnen 
17, 18 tiber eine aufiere, von der Isoliersubstratschicht 7 gebildete Oberflache 19 der Leiter- 
platte 16 erheben, ist jedoch fur die Leiterbahnen 17, 18 im wesentUchen gleich. 

Figur 2 zeigt erne schematische Darstellung einer Leiterplatte 20 unter Verwendung des 
Halbzeugs 13 von der Seite. Die Leiterplatte 20 ist erne Mehrlagenleiterplatte, welche neben 
der MetaUschicht 2 des Halbzeugs 13 weitere Leiterbahnschichten 21, 22 und 23 und weitere 
Substratschichten 24, 25 aufweist. Die Anordnung aus der Leiterbahnschicht 23 und der wei- 
teren Substratschicht 25 ist in gleicher Weise wie das Halbzeug 13 gebildet. Zum Herstellen 
der Leiterplatte 20 konnen bekannte Technologien genutzt werden, beispielsweise die Ten- 
ding-Technologie oder die Metall-Resist-Strip-Technik. Die in Figur 2 gezeigte Verwendung 
des Halbzeugs 30 fur erne Mehrlagenleiterplatte ist beispielhaft. Das Halbzeug 13 kann fur 
Leiterplatten beliebiger Art genutzt werden, die ein oder mehrere LeiterbahnscMchten unter- 
schiedlicher Dicke umfassen. 

Die Leiterplatte 20 wu:d zum Ausbilden von Leiterbahnen in der Metallschicht 2 strukturiert, 
beispielsweise mittels Atzens, so daB Leiterbahnstrukturen gebildet werden wie dies in Figur 
3 schematisch dargestellt ist. Es entstehen auf diese Weise Leiterbahnen 26, 27 mit unter- 
schiedlicher Dicke. Die Hohe, mit der sich die Leiterbahnen 26, 27 tiber eine SuBere, von der 
Isoliersubstratschicht 7 gebildete Oberflache 28 der Leiterplatte 20 erheben, ist jedoch fur die 
Leiterbahnen 26, 27 un wesentlichen gleich. Auf diese Weise ist eine fiir die Bestuckung der 
Leiterplatte 20 mit elektronischen Bauelementen geeignete planare Oberflache 29 geschaffen. 
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Die Leiterbahnen 26, 27 sind in den Figuren 2 und 3 zur Eriauterraig der Prinzipien der Erfin- 
dung vergroBert dargestellt, weisen bei iiblichen Leiterplatten beispielsweise Dicken von etwa 
18 urn bis 35 ^ini bzw. etwa 400 \im auf. Das beschriebene Verfahren ennSglicht das Ausbil- 
den sehr feiner Leiterbahnstrukturen mit einer Leiterzugbreite von beispielsweise 120 urn. 

Die in der vorstehenden Beschreibung, den Anspruchen und der Zeichnung offenbarten 
Merkmale der Erfmdung koimen sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination fur die 
Verwirklichung der Erfmdung in ihren verschiedenen Ausfuhnmgsformen von Bedeutmig 
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Anspruche 

Verfaliren zum Herstellen eines Halbzeugs (13) fur eine Leiterplatte mit Leiterbahnen 
unterschiedlicher Dicke, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfaBt: 

- Vorsehen eines Substrats (1) mit einer Metallschicht (2); 

- AusdUnnen der Metallschicht (2) im Bereich einer Oberflache (3) auf einer Vorder- 
seite (4) der Metallschicht (2) zum Ausbilden eines Teilbereichs (5) filr Leiterbahnen 
mit einei: ersten Metallschichtdicke und eines anderen Teilbereichs (6) flir Leiterbah- 
nen mit einer zweiten Metallschichtdicke, wobei die erste Metallschichtdicke kleiner 
als die zweite Metallschichtdicke ist; xind 

- Ausbilden einer im wesentlichen ebenen auBeren Oberflache auf der Vorderseite (4) 
des Substrats (1) mit Hilfe des Aufbringens einer Isoliersubstratschicht (7) auf der 
Metallschicht (2), welche den Teilbereich (5) fiir Leiterbahnen mit der ersten Metall- 
schichtdicke und den anderen Teilbereich (6) flir Leiterbahnen mit der zweiten Metall- 
schichtdicke jeweils zumindest teilweise bedeckt. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,daB Abschnitte der Ober- 
flache (3) auf der Vorderseite (4) der Metallschicht (2), welche durch die Isoliersubstrat- 
scMcht (7) bedeckt werden, vor dem Aufbringen der Isoliersubstratschicht (7) zum Ver- 
bessern der Hafhmg der Isoliersubstratschicht (7) oberflSchenbehandelt werden. 

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daBdie Abschnitte der 
Oberflache (3) auf der Vorderseite (4) der Metallschicht (2) einer Behandlung zum Auf- 
rauhen der Oberflache (3) ausgesetzt werden. 

Verfahren nach einem der.vorangehenden Ansprttche, dadurch gekennzeichnet, 
dafi als Substrat (1) mit der Metallschicht (2) eine Metallfolie verwendet wird. 

Verfahi-en nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Metallfolie eine 
Kupfer-Folie ist. 
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6. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspmche, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Isoliersubstratschicht (7) ein formbares Material umfaBt, und dalJ zum Ausbilden 
der im wesentlichen ebenen auBeren Oberflache auf der Vorderseite (4) des Substrats (1) 

5 die das formbare Material umfassende Isoliersubstratschicht (7) mit dem Substrat (1) ver- 

preBt wird, so dafi ein Teil des formbaren Materials in einen Raum (8) oberhalb des Teil- 
ber^ichs (5) mit der ersten Metallschichtdicke geprefit wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dafials Isoliersubstrat- 
10 schicht (7) eine Klebefolie auf Basis eines mit unausgehartetem Epoxidharz getrSnkten 

Glasgewebes verwendet wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet,daBzuni Verpressen 
der Isoliersubstratschicht (7) mit dem Substrat (1) Prefimittel (9, 10) angewendet werden. 

15 

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Metallschicht (2) zum Ausdiinnen im Bereich der Oberflache (3) auf der Vorder- 
seite (4) geatzt wird. 

20 10. Verfahren nach emem der vorangehenden Anspniche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die erste Metallschichtdicke in einem Bereich von etwa 18 bis 35 |jm liegt, und die 
zweite Metallschichdicke etwa 400 jjm betrSgt. 

11. Verfahren zum Herstellen einer Leiterplatte (16; 20), wobei ein nach einem der Anspni- 
25 che 1 bis 10 hergestelltes Halbzeug (13) verwendet wkd. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB das Halbzeug (13) 
mit wenigstens einer weiteren Substratschicht (21, 22 bzw. 24, 25) verpreBt wird, wobei 
die im wesentlichen ebene auBere Oberflache auf der Vorderseite (4) des Substrats (1) der 
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wenigstens einen weiteren Substratschicht (21, 22 bzw. 24, 25) beim Verpressen zuge- 
wandt ist. 

13. Verfaliren nach Anspruch 1 1 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dafi eine Mehr- 
5 fachscMcht-Leiterplatte (20) gebildet wird. 

14. Halbzeug fiir eine Leiterplatte mit Leiterbahnen unterschiedlicher Dicke, bei dem in einer 
Metallschicht (2) auf einem Isoliersubstrat (7) ein Teilbereich (5) ffir Leiterbahnen mit 
einer ersten Metallschichtdicke und ein anderer Teilbereich (6) fOr Leiterbahnen mit einer 

10 zweiten Metallschichtdicke gebildet sind, wobei die erste Metallschichtdicke von der 
zweiten Metallschichtdicke verschieden ist, dadurch gekennzeichnet, dafi auf ei- 
ner Ruckseite (12) eine zum Ausbilden der Leiterbahnen unterschiedlicher Dicke struktu- 
rierbare, im wesentliche ebene Oberflache gebildet ist, die den Teilbereich (5) fur Leiter- 
bahnen mit der ersten Metallschichtdicke und den anderen Teilbereich (6) fiir Leiterbah- 

1 5 nen mit der zweiten Metallschichtdicke umfaBt. 

15. Leiterplatte (16; 20) mit mehreren Leiterbahnen (17, 18; 26, 27) unterschiedlicher Dicke, 
wobei eine H6he der mehreren Leiterbahnen (17, 18; 26, 27) unterschiedlicher Dicke, in 
welcher sich die mehreren Leiterbahnen (17, 18; 26, 27) oberhalb einer von einer Isolier- 

20 substratschicht (7) gebildeten, aufieren Oberflache (19; 28) erstrecken, fiir alle der mehre- 

ren Leiterbahnen (17, 18; 26, 27) im wesentlichen gleich ist. 
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